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報告書データ / Report

概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

β-Ga2O3はSiCやGaNと同様に大きなバンドギャップを有するワイドバンドギャッ
プ半導体であり、新たなパワーデバイス用基板としての応用が期待されている。こ
れまでにエピタキシャル成長による単結晶薄膜成長，CZ法やFZ法による単結晶が
作製されてきたが、多結晶体に関する報告は少なく、どのような組織を有するか詳
細な報告が少ない。そこで，焼結法を用いてβ-Ga2O3多結晶焼結体を作製し、走査
型電子顕微鏡(SEM)や走査透過型電子顕微鏡(STEM)用いて焼結体の組織を観察する
ことにより、微細組織や焼結時の組成変化過程の調査を行った。

実験
Experimental

市販のβ-Ga2O3粉末から圧粉体を成型し、焼結温度1400ºCの条件で，保持時間条
件を変化させ焼結体を作製した。得られた焼結体を長手方向に切断し、焼結体表面
近傍を含む試料内表面を、Ar+による断面ミリング法により平滑化処理後、SEM
（日本電子社、JSM-IT800（NU-263））観察を行った。また，SEM像において特
異的なコントラストが観察された領域のEDS分析を行うことで、コントラスト発現
要因を調査した。

結果と考察
Results and Discussion

1keVの低加速電子線を照射しUHD検出器を用いて得られたBSE像を図に示す。焼
結体表面から25mm内部の領域に置いて、粒界と考えられる領域に線状の明るいコ
ントラストが、また、同様に面状のコントラストも観察された。一方で、焼結体表
面近傍には、焼結体内部に見られたような明るい線上、面状のコントラストは観察
されなかった。そこで、試料内部と焼結体表面近傍の2領域に対して、EDSスペク
トルを取得し、その組成が変化しているかを調査した。その結果、試料内部および
焼結体表面近傍のGa/O比は共に3.5であり、2領域において大きな組成の変化はな
いことが判明した。過去、β-Ga2O3を加熱した場合，酸素分圧の低い領域におい
てGaリッチ相が現れることが報告されている。しかし、Ga2O3焼結体の内部と表面
近傍では、大きな組成差がないことが元素分析から明らかになり、試料内部に置い
てGaリッチ相は発現していないことが判る。これらの結果から、SEM像中に見られ
た線状や面状のコントラストは、組成の変化によるものではなく、その他の要因、
例えば、電気伝導特性が局所的に変化し電子線照射時の帯電の違いにより発現した
可能性が示唆された。
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